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１．１．１．１．    概要概要概要概要  
 ZnO 単結晶基板と ZnTe 単結晶基板を常温直接接合法によって接合した後に一定

の熱処理を施したサンプルを作製し、接合断面を X 線トポグラフィを用いて評価し

た。 接合後の圧接によらず結晶面は保持されており、接合面は原子レベルで接合

していることを確認した。  
 
（English）  
  We have tried to evaluate X-ray topography about cross sectional plane of ZnO and ZnTe 
bonded sample which was fabricated by room temperature direct bonding method. We have 
revealed that the bonding junction keeps atomic level before and after its bonding process. 
 

 
 
 
２．背景と目的２．背景と目的２．背景と目的２．背景と目的     
 II-VI 族半導体はその多くがイオン性結晶であることから自己補償効果によって P 型・N 型両方 
の導電性をバランスよく実現することが困難である。 ZnTe は P 型を、ZnO は N 型を安定的に発現

することから、各々の単結晶基板を接合して PN 接合を形成しその電気的・光学的特性を評価する 
試みを検討している。  

接合方法として常温直接接合法（RTDB 法）を採用した。 これは接合面の平坦性を向上させた上

で高真空環境に設置し、イオン照射によって各接合最表面のダングリングポンドを活性化させた上で

接合させると同時に高圧圧接することで接合面を原子レベルで安定化させることが可能である。  
この方法によって作製したサンプルの断面をイオンミリングによって損傷なく露出させ、X 線トポ

グラフィでその結晶性を評価することにより接合面及び単結晶全体にわたってどのように結晶性が

保持・破壊されているか評価することを目的とした。 
 
 
 
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）  
 １cm□、厚さ500μｍのZnO基板及びZnTe基板を対向させた状態で接合し、イオンミリングによっ

て幅1ｍｍ程度の切れ込み形状の断面を露出させた。 この状態でBL09ラインに設置し、断面に対し

て入射角ω=11°で白色X線を入射させ、放射角2Θ=90°の位置でX線フィルムによる撮影を行った。 
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４．実験結果と考察４．実験結果と考察４．実験結果と考察４．実験結果と考察

図１の(a)
又同図の
 

図図図図1    (a)
(b) 
(c)

 
 イオンミリングによる線条痕が反映されてはいるが、各基板の全体にわたって一定強度のトポグラ

フィ像が確認された。

ている。

 
５．今後の課題５．今後の課題５．今後の課題５．今後の課題

 接合界面における電気的・光学的特性評価を行い、

の PN 接合が形成されたかについて考察を進める。

を薄膜化した状態でも

造や結晶性の変化についても考察を検討したい。
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